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【はじめに】GaNとの格子整合が可能な InAlNは、GaN系 HEMTのバリア材料として有用である

が、リーク電流が課題である。絶縁膜を導入し MOS ゲートとすることでリーク電流の低減[1]、

さらには 400 GHzの遮断周波数が達成されている[2]。しかし、デバイス性能を高めるうえで重要

な、絶縁体－半導体界面の制御方法は確立されていない。本報告では、SiO2と InAlN の界面を、

プラズマ酸化膜介在層により制御する方法について、最適化を行った結果について報告する 

【実験方法】サファイア基板上に GaNバッファ層を介して MOVPE成長された InAlN を用いた。

オーミックコンタクト形成後、300℃において N2O プラズマによる InAlN 表面の酸化を行い、酸

化時間を変えて試料を用意した。その後プラズマ CVDを用いて SiO2を厚く(～20nm) 堆積し、ゲ

ート電極を蒸着した。比較試料として N2Oプラズマ酸化膜介在層を挿入していない試料も作製し

た。InAlNは 160 nmと十分厚くし、高濃度に SiをドープすることでMOS構造として評価できる

試料とした。プロセスの各段階で XPSによる評価を行い、完成した試料に対し、C-V測定を行い、

Terman法により界面準位密度分布を評価した。 

【結果】Fig.1に酸化時間に対する、XPSスペクトルの強度をプロットした。1分まではどのスペ

クトルも単調に減衰しており、酸化膜の層状形成を示唆している。しかし、3 分行った場合には

ストイキオメトリーのずれが観測された。Fig. 2に、各試料に対して導出された界面準位密度分布

を示す。１分間のプラズマ処理による酸化膜介在層を有する試料は、直接 SiO2を堆積した構造に

比べて界面準位が大幅に低減することが示され、伝導帯下 0.3 eV 以下において 10
11

cm
-2

eV
-1以下

の界面準位密度が得られた。 
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Fig.1 XPS spectral intensities vs. N2O 

plasma treatment time. 

Fig.2 Interface state density distributions. 
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